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UPPFINNINGENS BENAMNING : 

Forfarande for en framstallning av en matrls samt en matrls 
15 salunda f ramstalld. 



20 

TEKNISKT OMRADE 

Foreliggande uppfinning hanfor sig i forsta hand till ett 
25 forfarande for en framstallning av en matris under utnyttjan- 
de utav ett original. 

Mera speciellt avser fOreliggande uppfinning ett forfarande 
for en f ramstailning av en sadan matris som i vart fall kom- 
30 mer att kunna uppvisa ett ytavsnitt med en negativ mikro- 

struktur, avsedd att som en positiv mikrostruktur kunna av- 
bildas pa ett i en plastmaskin framstallt objekt, sasom en 
plastdetal j . 

35 Matriser av hithorande slag ar anpassade for att som en form- 
rumslnsats kunna inga i ett formrum eller en kavitet i en, 
plastdetal jer bildande eller framstallande, enhet for att vid 
framstallningen lata tilldela namnda plastdetal jer ett mot- 
svarande ytavsnitt med en positiv mikrostruktur. 

40 

Begrepp som negativ eller positiv mikrostruktur anvandes i 
denna ansokan enbart i det syftet att kunna klarlagga mikro- 
strukturens forflndrade form i matrisen eller i formrumsinsat- 
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sen och den darav repllkerade mikrostrukturen 1 plastdetal- 
jen. 

Uppfinningen omfattar darutover en matris, lampligen fram- 
5 stalld enligt forfarandet. 

Framstallningen av raatriser enligt forfarandet for fOreligg- 
ande uppf inning bygger pa att ett original, med ett ytavsnitt 
uppvisande en skarp positiv mikrostruktur, utnyttjas fOr att 
10 pa detta original kunna applicera i vart fall ett lager eller 
skikt av matrisbildande material och/eller en materialsamman- 
sattning, varvid detta material skall vara valt att motsta d 
krafter sora verkar pa en formrumsinsats i en plastdetaljer 
formande maskin. 

15 

Nar matrisen eller formrumsinsatsen ar fardlguppbyggd vidta- 
ges atgarder fttr att lata avlagsna matrisen fran namnda 
original eller avlagsna materialet i originalet, sa att mat- 
risens mikrostrukturrelaterade ytavsnitt, med en negativ 
20 skarp mikrostruktur, kommer att fraratrada. 

Foreliggande uppfinning avser mera speciellt att komma till 
anvandning vid tillampningar dar mikrostrukturen ar vald med 
en sparbredd eller motsvarande stdrre an 500 urn, sasom inom 
25 omradet 500 - 5000 um. ^~ 

Aven om uppfinningen anvisar mojligheten att pa ett original, 
sasom en kiselskiva, forma en matris som kan inga i en 
plastdetaljer bildande enhet som en formrumsinsats sa 
30 erbjuder uppfinningen att fran en sadan matris eller liknande 
kunna bilda en annan matris med omvand mikrostruktur. 

TEKNIKENS TIDIGARE STANDPUNKT 

35 Beaktas de med foreliggande uppfinning forknippade egenhe- 
terna kan namnas att genora patentpublikationen EP-A1-0 400 
947 ar det tidigare kant en metod for att lata framstalla en 
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vflsentligen fristaende diaraant ller diamantliknand film 
(16), med en onskad profil och dar metoden innef attar; 

- applicerandet pa ett fast substrat (10), med en yta (12) 
anpassad med en form som svarar mot den dnskade profilen, ett 
tunt karbldskikt (14), 

- applicerandet av en av kristallln dlamant bestaende eller 
diamant liknande film (16) till karbidskiktet (14) och av- 
lagsna substratet (10). 

I patentpublikationen EP-A1-0 417 924 visar en metod for att 
lata framstalla formade diamantartiklar, vilken metod om- 
f attar; 

- bildandet av en reaktiv gas eller kemisk anga, dar namnda 
gas innef attar aktivt kol och medel for att bilda en 
diamantdeposition mot ett pa forhand bestamt substrat, 

- utnyttja en icke-plan modell, med en pa forhand bestSmd 
form, dar ytan for modellen ar anpassad for att pa denna 
kunna uppbygga ett lager av diamant fran den namnda anga, 

- dar den icke-plana modellen darutover ar tilldelad formaga 
att kunna siappa ett diamantlager, format dartill via en 
kemisk angfasdeponering, 

- bildandet av ett lager av syntetisk diamant mot den icke- 
plana modellen genom att lata ytan f6r den icke-plana 
modellen fa bringas till en kontakt med angan under sadana 
omstandigheter dar diamantuppbyggandet bildar en syntetisk 
diamantartikel, med en form som ansluter sig till formen for 
den icke-plana modellen och 

- lSta aviagsna den syntetiska diamantartikeln fran namnda 
icke-plana modell. 
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Till teknikens tidigare standpunkt hor avenledes en artikel; 
-CVD Replication for Optics Applications- av Jitendra S. 
Goela, Raymond L. Taylor, publicerad i SPIE Vol. 1047, 
Mirrors and Windows for High Power/High Energy Laser Systems 
5 (1989), i vilka det beskrives en deponeringsprocess under 
utnyttjandet utav en kemisk anga for att lata replikera 
former, monster och hogreflektiva ytor i infraroda stralar 
dverforbara optiska material (ZnS, ZnSe) och spegelmaterial 
(Si, SiC) for ett flertal tillampningar. 



Det Sr aven kant genom patentpublikationen EP-A1-0 442 303 en 
me tod for att kunna producera tredlmensionella, av diamant 
formade, arbetsstycken eller detaljer som omfattar; 
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15 



a) placera i en kammare en modell upphettad till en 
CVD diamantformade temperatur (500 till 1100'C), 
dar modellen utgor en negativ form av arbets- 
stycket. 



20 



b) applicera eller tillfora en kolvate/vSte 

gasblandning till namnda kammare, vid ett tryck 
av 0,013 till 1334 mbar (0,01 till 1000 torr). 



25 



c) atminstone skapa en partiell nedbrytning eller 
sonderdelning av namnda gasblandning i namnda 
kammare for att bilda ett CVD diamantlager pa mer 
an en yta for namnda modell och 



30 



d) aviagsna nSmnda modell frSn namnd CVD-diamant- 
lager fOr att bilda namnda diamantarbetsstycke, 
vilket dSrmed kommer att uppvisar en ytkarak- 
taristika fOr ytan fOr modellen, till vilken den 



formats. 



35 Mera speciellt visas hSr i figurerna 5A, 5B och 5C ett steg- 
format eller sparfOrsett monster, frarastallt fran molybden, 
dar identiska parallella spar formar ett rutmonster, med 5 mm 
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avstand, eft r en maskinb arb tning. 

Sparet 32 har en bredd av 0,03 inch (0,76 nun) och ett djup av 
0,013 inch (0,33 mm) samt 5 mm mellan sparens centrallinjer. 
Tjockleken for plattan ar vald till 3,81 mm. 

Delar av arbetsstycket 34 ar harvid lodda mot ett karbidsub- 
strat, for att bilda ett skarande verktyg. 

FOrfaranden fOr att lata framstalla en matris, med i vart 
fall ett ytavsnitt uppvisande en negativ mikrostruktur, dar 
matrisen ar anpassad att som en formrumsinsats kunna inga i 
ett formrum eller en kavitet i en plastdetaljer bildande 
enhet fOr att tilldela namnda plastdetaljer ett motsvarande 
ytavsnitt med en positiv mikrostruktur, varvid ett original, 
med ett ytavsnitt uppvisande en positiv mikrostruktur, ut- 
nyttjas for att pa detta original applicera lager pa lager av 
matrisblldande material och/eller materlalsammansattningar 
samt darefter lata avlagsna matrisen fran namnda original 
eller avlagsna materialet i originalet ar ocksa tidigare 
kanda . 

Vid ett forfarande av ovan angiven beskaff enhet ar det ocksa 
kant att i en efterbearbetande process lata beiagga matrlsens 
negativa mikrostruktur med ett materialskikt, som i sig har 
goda hallbarhetsegenskaper mot pakanningar i den plastformade 
enheten nar den nyttjas som en formrumsinsats. 

Det ar ocksa kant att varje applicerande utav sadana ytterli- 
gare och fOrstarkande materialskikt mot en matris nagot 
forsamrar exaktheten i den negativa mikrostruktur en for mat- 
risen och darlgenom forsararas nagot kvaliten hos den positlva 
mikrostruktur som skall OverfOras till plastdetaljen. 

Det ar aven kant att en plastmassas slitage pa formrumsinsat- 
sen ar stor och att den mikrostrukturen uppvisande ytan maste 
beiaggas med ett slittaligt material, speciellt om plastmas- 
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san inn nailer tt slipand fyllnadsmaterial, sasom kvarts. 

Sadana fyllnadsmaterial kan aven valjas fran sadana material 
som konuner att ge en lag termisk expansionskoef ficient, sasom 
5 0 eller nara noil, alternativt erbjuda forbattrade 
uppstyvande egenskaper ur mekanisk synvinkel. 



10 REDOGORELSE FOR f6RELIGGANDE UPPFINNING 

TEKNISKT PROBLEM 
Beaktas den omstandigheten att de tekniska overvaganden som 
en fackman inom hithorande tekniskt omrade maste gora for att 
kunna erbjuda en losning pa ett eller flera stailda tekniska 

15 problem ar dels initialt en insikt i de atgarder och/eller 
den sekvens av atgarder som skall vidtagas dels ett val av 
det eller de medel som erfordras och med ledning harav torde 
de efterfoljande tekniska problemen vara relevanta vid fram- 
bringandet av foreliggande uppf inningsf oremal . 

20 

Under beaktande av teknikens tidigare standpunkt, sasom den 
beskrivits ovan, torde det darfiJr framsta sasom ett tekniskt 
problem att kunna skapa sadana forutsSttningar att en matris, 
framstalld mot ett original, skall ha ett for matrisens 
25 uppbyggnad avsett slittaligt forsta material skikt, dar detta 
materialskikt avenledes skall uppvisa sadana egenskaper att 
matrisen kan, med enkla ytterligare behandlingar, direkt 
inplaceras i en formhalva i en plastdetaljer bildande enhet 
som en formrumsinsats. 

30 

Det ligger ett tekniskt problem i att kunna vaija i vart fall 
det namnda forsta materialskiktet, f5r att kunna bilda matri- 
sen, med for den avsedda kommande tlllampningen anpassade 
goda egenskaper, nar det galler sadana kriteria som hallbar- 
35 het, benagenhet for plastmaterialet att kunna siappa fran 

matrisens mikrostrukturtilldelade yta eller ytor, och andra 
motsvarande f orutsattningar . 
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Det ligger ocksa tt t kniskt problem i att kunna inse bety- 
delsen utav och fordelarna forknippade m d att lata ett, mot 
orlginalet appllcerat, fflrsta tunt material skikt, for att 
5 bllda matrlsen, valjas med utpraglade goda hallbarhets- 

egenskaper vld framstallningen av plastdetaljer, utpraglade 
goda egenskaper nar det gSller plastdetaljens fOrmaga och 
benagenhet att s lappa fran matrlsen efter en formning, en 
hardning eller en polymeriserlng av utnyttjat plastmaterlal 
10 (lag friktion) och utpraglade goda egenskaper for att kunna 
bibehalla ett skarpt mttnster for det mikrostrukturtilldelade 
ytavsnlttet. 

Det ligger ocksa ett teknlskt problem 1 att kunna Inse bety- 
15 delsen utav och fttrdelarna fOrknlppade med att som namnda 
fOrsta material sklkt lata valja ett tunt diamantrelaterat 
materialsklkt som uppvisar, forutom harda och slitstarka 
egenskaper aven lag friktion och utpraglade goda slapp- 
egenskaper mot den formade plastdetaljen. 

20 

Det ar darutOver ett tekniskt problem att kunna inse betydel- 
sen utav och fOrdelarna forknippade med att lata utnyttja 
appliceringsmetoder som bygger pa en kristallin diamantbe- 
laggning, sasom CVD (Chemical Vapor Deposition )-tekniken 
25 (750-800 grader C) eller PVD (Physical Vapor Deposition )- 
tekniken . 

Det ar darutOver ett tekniskt problem att kunna inse bety- 
delsen utav och fordelarna forknippade med att lata utnyttja 
30 appliceringsmetoder som bygger pa ett applicerande av ett 
hart och slitstarkt materialskikt, med lMgre temperaturkrav 
eller DLC (Diamond Like Carbon)-skikt (ca 200 grader C), 
sasom nitrider, karbider och liknande. 

35 Det ar darmed ett tekniskt problem att lata valja ett fran 

CVD-tekniken bildat skikt eller ett DLC-skikt eller ett annat 
skiktmaterial, som visat sig vara relevant for en utvald och 
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anvisad tillampning. 

O t ligger ocksa ett tekniskt problem i att kunna inse bety- 
dels n utav att lata namnda forsta materialsklkt fa vaijas 
5 med en pa ffJrhand bestamd tjocklek, dar den valda tjockleken 
bllr beroende av aktuellt mater ialval i det forsta material - 
sklktet, mlkrostrukturens form och dlmensloner samt val av 
plastmaterial och valt f yllnadsmedel . 

10 Det synes vldare vara ett tekniskt problem att kunna vaija 
ett material och/eller en materialblandning i ett andra 
och/eller ett tredje skikt (ett mellansklkt) 1 komblnatlon 
med en vald tjocklek for materialet i dessa skikt. 

15 Det ligger ocksa ett tekniskt problem i att kunna inse bety- 
delsen utav och fordelarna forknippade med att lata ett ut- 
nyttjat original fa vaijas som en kiselskiva eller motsvaran- 
de, med en dfirpa utformad positiv mikrostruktur, och att 
namnda kiselskiva, efter uppbyggnad av matrisen, kan aviags- 

20 nas medelst en basisk etsning. 

Det ligger ocksa ett tekniskt problem i att kunna inse bety- 
delsen utav att for namnda basiska etsning lata vaija KOH, 
NaOH eller motsvarande vatskor. 

25 

Det ligger ocksa ett tekniskt problem att kunna inse betydel- 
sen utav och fordelarna fOrknippade med att som ett andra 
materialsklkt lata vaija en blandning av DLC och Ni. 

30 Det ligger da ett tekniskt problem i att kunna inse betydel- 
sen utav att lata namnda andra materialsklkt fa vaijas med en 
mot tiliampningen svarande tjocklek. 

Det ligger ocksa ett tekniskt problem i att kunna inse bety- 
35 delsen utav att utnyttja ett tredje materialskikt och att i 
sa fall lata vaija detta materialskikt att innefatta enbart 
eller i vart fall till en overvagande del nickel. 



Det ligger darutov r ett tekniskt problem i att kunna ins 
betydelsen utav att lata namnda tredje mater ialskikt f& 
vaijas med en mot tillampningen svarande tjocklek. 

Det ligger ocksa ett tekniskt problem i att som ett f jarde 
materialskikt kunna valja en platerlng av nickel och dSr 
namnda materialskikt kan vaijas med en mot tillampningen 
svarande tjocklek. 

Det ligger ocksa ett tekniskt problem i att kunna inse bety- 
delsen utav att lata namnda fttrsta materialskikt, sasom be- 
staende utav ett DLC-skikt, fa appliceras medelst ett sputt- 
ringsf Orf arande . 

Det ligger ocksa ett tekniskt problem i att kunna inse bety- 
delsen utav att lata det andra materialskiktet, sasom en 
blandning av DLC och Ni, fa appliceras medelst ett sputt- 
ringsf Orf arande . 

LOSNINGEN 

FOr att kunna losa ett eller flera av de ovan angivna teknis- 
ka problemen utgar nu fttreliggande uppfinning ifrSn ett for- 
f arande fOr en framstailning av en matris, och en salunda 
framstaild matris med i vart fall ett ytavsnitt uppvisande en 
mlkrostruktur, varvid matrisen 3r anpassad for att kunna inga 
i ett formrum eller en kavitet som en formrumsinsats i en 
plastdetaljer bildande enhet fOr att tilldela namnda plastde- 
taljer i ett motsvarande ytavsnitt en motstaild mlkrostruk- 
tur, varvid ett original, med ett ytavsnitt uppvisande en 
mlkrostruktur stOrre an 500 urn, utnyttjas fOr att pa detta 
original applicera lager pa lager av matrisbildande material 
och/eller material sammansattningar samt darefter lata aviags- 
na matrisen fran namnda original eller mera fOrdelaktigt 
aviagsna materialet i originalet fOr att blottiagga matrisen 
och den mikrostrukturen tillhdriga ytan. 
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Vid ett sadant tidigar kant fdrfarande anvisar foreliggande 
uppf inning att sora ett mot originalet applicerat forsta 
materialskikt, for att tillsammans med ett antal ytterligare 
5 materialskikt kunna bilda matrisen, valjes ett material med 
utpraglade goda hallbarhetsegenskaper vid framstailning utav 
plastdetaljer, utpraglade goda egenskaper nar det gailer 
plastdetaljens formaga att kunna slappa fran matrisen efter 
en formning, en hardning eller en polymer isering av utnyttjat 
10 plastmaterial och utpraglade goda egenskaper nar det gflller 
att bibehalla mttnstret for mikrostrukturtilldelade ytavsnitt. 

Sasom foreslagna utforingsformer, fallande inom ramen for 
uppfinningstanken, anvisas nu att som namnda forsta material- 
15 skikt kan vaijas ett hart och slitstarkt tunt materialskikt, 
med en lag friktion mot och bra slappegenskaper for 
plastmaterialet . 

SonTlnamhda ~f iSrsta materialskikt kan vaijas ett kristallint 
20 diamantskikt, sasom ett DLC-skikt eller ett skikt som kan 
appliceras med CVD-teknik och/eller PVD-teknik (Physical 
Vapor Deposition). 

Det forsta materialskiktet skulle aven vid vissa 
25 tiliampningar kunna utgOras av nitrlder, karbider och 
liknande. 

Det forsta materialskiktet bor kunna appliceras till en 
tjocklek av 0,1-100 um. 

30 

Ett andra materialskikt, med god vidhaftande ffirmaga till det 
forsta materialskiktet, appliceras till det forsta material- 
skiktet, dar naranda andra materialskikt kan utgoras av DLC-, 
titan- och/eller kromskikt. 

35 

Namnda andra materialskikt bOr kunna appliceras till en 
tjocklek av 0,05-2,0 um. 
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Ett tredje materialskikt, med god vidhaftand forraaga till 
det andra materialskikten, appliceras till det andra skiktet 
och att namnda tredje materialskikt kan utgoras av ett 
nickelskikt. 

NSmnda tredje materialskikt bor kunna appliceras till en 
tjocklek av 0,05-2,0 urn. 

Namnda andra materialskikt och namnda tredje materialskikt 
kan ocksa kombineras till ett mellanorienterat skikt, med en 
vald hog DLC-andel eller en hog titan- och/eller kromkon- 
centration invid en gransyta mot namnda fOrsta materialskikt 
och en hog nickel -koncentrat ion invid en gransyta mot ett som 
mekaniskt stod tjanande bulkmaterial, i form av ett f jarde 
skikt. 

Namnda forsta materialskikt kan foretradesvis vfiljas med en 
tjocklek av mellan 1-15 urn. 

Uppf inningen anvisar aven att som original kan vaijas en 
behandlad kiselskiva eller liknande med en vald mikrostruktur 
och att namnda kiselskiva eller liknande kan avl&gsnas 
medelst en basisk etsning. 

For denna basiska etsning anvisas ett utnyttjande utav KOH, 
NaOH eller motsvarande basiska vStskor. 

Uppfinningen anvisar ocksa att som ett andra materialskikt 
kan vaijas en blandning av DLC och nickel. 

Ndmnda andra materialskikt kan med fordel vaijas med en 
tjocklek mellan 0,05-1,0 urn. 

Vldare anvisar uppfinningen att lata applicera ett tredje 
materialskikt och att valja detta materialskikt fran nickel. 
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Namnda tredj mat rialskikt kan da vaijas med en tjocklek av 
in llan 0,05-1,0 um. 

Som ett f jarde materialskikt anvisar uppfinning n att detta 
5 appllceras via ett piateringsforfarande och skall besta av 
ren nickel. 

Namnda f jarde materialskikt kan vaijas med en mot tiliamp- 
ningen vald tjocklek. 

Speciellt anvisar uppfinningen att ett DLC-skikt eller mot- 
svarande skall appllceras medelst ett sputtringsforfarande i 
kombination med att avenledes DLC och nickel, tjanande som 
ett andra materialskikt, skall appllceras medelst ett 
sputtringsforfarande . 

Det tredje materialskiktet kan ocksa appllceras medelst ett 
sputtringsforfarande . 



20 Det andra och det tredje materialskikten kan aven appllceras 
integrerade medelst ett sputtringsforfarande. 

Forhallandet mellan andelen DLC och andelen nickel skall med 
fOrdela vaijas varierande genom skiktet och med 50% vardera i 
25 skiktets mittenomrade. 



FORDELAR 

De fOrdelar som framst kan fa anses vara signifikativa for 

30 ett forfarande, enligt fOreliggande uppfinning, och en enligt 
fOrfarandet framstaild matris, ar att harigenom har det ska- 
pats fOrutsattningar fOr att pa ett enkelt satt kunna skapa 
en som en f ormrumsinsats anpassad matris, med en hard, slit- 
stark, tunn och skarp mikrostrukturtilldelad yta, vettande 

35 mot plastmaterialet i ett formverktyg. 

Materialet i detta tunna skikt, som kan besa av ett DLC-skikt 
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av 0,1-100 urn, ar sa anpaasat och valt att matrisens 
mikrostrukturerade yta koramer att uppvisar goda slappegen- 
skaper gentemot ett valt plastmaterial och monstret 1 
matrlsen kan bibehallas lntakt under lang tld. 

En matris enligt uppfinningen ar uppbyggd av ett antal tunna 
materialsklkt och ett tjockt, som ett mekaniskt stOd 
t j anande , bulkmater ial . 



Det som framst kan fa anses vara kannetecknande for ett fOr- 
15 farande, for en framstallning av en matris 1 enllghet med 

fdrellggande uppf inning, anges 1 det efterfOljande patentkra- 
vets 1 kannetecknande del och en matris, lampligen framstalld 
genom forfarandet, anges 1 det efterfOljande patentkravets 27 
kannetecknande del. 



KORT FIGURBESKRIVNING 

En fOr narvarande foreslagen, enligt fOrfarandet ovan fram- 
25 stalld, matris samt olika forfaranden fOr matrisens fram- 

stallning skall nu nSrmare beskrivas med en hanvisning till 
bifogad ritning, dar; 

Figur 1 visar i ett tvarsnitt ett original, till 

vilket applicerats en matris, uppbyggd medelst 
ett antal materialsklkt, i enlighet med 
fOreliggande uppfinnings anvisningar, 



Figur 2 



visar schematiskt ett f or farande enligt upp- 
finningen, anpassat till en produktionslinje 
fOr bildande av en enligt figur 1 visad matris 
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och 

Figur 3 visar schematiskt ett forfarand enligt upp- 

finnlngen, anpassat till en alternativ produk- 
tionslinje for blldande av en enligt figur 1 
visad matris med ett andra och ett tredje 
skikt integrerade med varandra. 



BESKRIVWING OVER NU F5RESLAGEN UTF5RINGS FORM 
Med en hanvisning till figur 1 visas saledes dar, om ett 
original eller en master 3 betraktas borttagen, en matris 1 
med i vart fall ett ytavsnitt 2 uppvisande en negativ mik- 
5 rostruktur, varvid matrisen ar anpassad att kunna inga som en 
formrumsinsats i ett formrum eller en kavitet i en plastde- 
taljer bildande enhet, for att dar tilldela nSmnda plastde- 
taljer ett motsvarande ytavsnitt med en positiv mikrostruk- 
tur. 

10 

Oetta ar icke narmare visat i bifogad ritning med utgor en 
for fackmannen vSl fortrogen omstandighet . 

Uppfinningen avser ett forfarande och en enligt forfarandet 
15 framstaild matris 1. 

FOrfarandet utgar if ran att ett original 3 ar fOr handen och 
att detta original forsetts, pa kSnt satt, med en mikrostruk- 
turtillhorig yta 4, vilken yta skall tjana som motyta for en 
20 pa originalet 3 uppbyggd matris 1. 

Salunda skall ett original 3, med ett ytavsnitt 4 med en 
positiv mikrostruktur, utnyttjas for att pa detta original 3 
lata applicera lager pa lager av matrisbildande material 
25 och/eller materialsammansattningar samt darefter l&ta avlftgs- 
na matrisen 1 lfran namnda original 3 eller hellre lata 
avlagsna materialet i originalet 3 fOr att darmed frildgga 
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matrisens 1 mikrostrukturtillhOrig yta eller ytavsnitt 2. 

Enllgt foreliggande uppf inning anvisas utnyttjandet utav ett 
mot originalet 3 applicerbart forsta slittaligt materialskikt 
5 11, for att tillsammans med ett andra, ett tredje och/eller 
ett f jarde, som mekaniskt st6d tjanande och som bulkmaterial 
anpassat, materialskikt, med hanvisningsbeteckningarna 12, 13 
och 14, lata bilda den kompletta matrisen 1. 

10 Namnda forsta materialskikt 11 skall nu vaijas fran ett 

material med utprSglade goda hallfasthetsegenskaper, vid en 
framstailning av plastdetaljer , utprSglade goda egenskaper 
nar det gailer plastdetaljens formaga att kunna siappa (l&g 
friktion) fran matrisen efter en formning, en hardning eller 

15 en polymerisering av utnyttjat plastmaterial samt utpraglade 
goda egenskaper nar det gailer att bibelhalla ett skarpt 
mOnster fOr mikrostrukturtilldelade ytavsnitt. 

Som namnda fOrsta materialskikt 11 skall vdljas ett hart och 
20 slitstarkt tunt materialskikt med lAg friktion och/eller goda 
si appegenskaper . 



Speciellt anvisas att som namnda forsta materialskikt 11 kan 
vaijes ett kristallint diamantskikt eller ett DLC-skikt. 

25 

Har fOreslAs att det forsta materialskiktet 11 kan appliceras 
medelst kand CVD-teknik och/eller PVD-teknik. 

Det forsta materialskiktet 11 skulle aven vid vissa 
30 tiliampningar kunna utgOras av nitrider, karbider och 
liknande. 

Praktiska erfarenheter talar for att det fdrsta materialskik- 
tet 11 skall appliceras till en tjocklek av 0,1-100 um, sasom 
35 0,5-50 um eller mera preciserat 1-15 um, dock beroende av 
plastmaterial, valt utfyllnadsmedel, tillampning och 



4 
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mikrostruktur . 

Ett andra mat rialskikt 12, med en god vidhaftande formaga 
till det forsta materlalskikt t 11, appliceras nu till det 
forsta mater ialskiktet 11. 

5 

Namnda andra materlalskikt 12 kan utgoras av titan och/eller 
krom alternativt en blandning av DLC och nickel. 

Namnda andra materlalskikt 12 bor appliceras till en tjocklek 
10 av 0,05-2,0 urn, sasom 0,1-1,0 um. 

Ett tredje materlalskikt 13, med god vidhaftande formaga till 
det andra materialskikten 12, appliceras nu till det andra 
skiktet 12. 

15 

Namnda tredje materlalskikt 13 bor utgttras av nickel. 

Namnda tredje materlalskikt 13 appliceras till en tjocklek av 
0,05-2,0 um, sasom 0,1-1,0 um. 

20 

Namnda andra materlalskikt 12 och namnda tredje materlalskikt 
13 kan dock kombineras till ett mellanorienterat skikt, med 
ett rent diamantskikt och/eller en hog titan- och/eller 
kromkoncentration invid en gransyta 11a mot namnda forsta 
25 materlalskikt 11 och en hOg nickel -koncentrat ion invid en 
gransyta 13a mot ett som mekaniskt stOd tjanande 
bulkmaterial , i form av ett fjarde skikt 14. 

Ett kristallint diamantskikt eller ett annat materlalskikt, 
30 med motsvarande eller i vart fall vasentligen motsvarande 

egenskaper, kan komma till anvandning som de namnda materia- 
len for den har anvisade tlllampningen. 

Namnda forsta materlalskikt skall vanligtvis valjas med en 
35 tjocklek av mellan l-15um. 
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Uppf inning n anvisar som utf Oringsexerapel att son original 
vaijes en behandlad kiselskiva 3 med en positiv mikrostruktur 
4 och att namnda kiselskiva avlagsnas raedelst en basiskt ets- 
ning och dar namnda basiska etsningen kan valjas genom att 
utnyttja vatskor, KOH, NaOH eller motsvarande, och med en 
vald koncentration . 

Uppfinningen anvisar aven utnyttjande utav ett andra mate- 
rialskikt 12 och detta kan da valjas som en blandning av DLC 
och nickel med ett pa forhand valt blandningsfdrhallande. 

Namnda andra materialskikt 12 kan med for del vaijes med en 
tjocklek av 0,05-1,0 urn. 

Utforingsformen illustrerar vidare att som ett tredje mate- 
rialskikt 13 kan valjas nickel. 

Namnda tredje materialskikt 13 kan valjas med en tjocklek av 
mellan 0,05-1,0 urn. 

Som ett fjarde material 14 valjes en anpassad platering 
medelst nickel och det namnda fjarde materialskiktet kan 
valjas med en mot tillampningen anpassad och svarande 
tjocklek. 

Speciellt anvisar foreliggande uppfinning att lata appllcera 
det forsta skiktet 11, s&som DLC-skiktet, med hjaip utav ett 
sputtringsforfarande, vilket visat sig vara lampllgt nar det 
gailer att f A ett DLC-skikt att f ordela sig vai langs det 
mikrostrukturtilldelade ytavsnittet 4. 

Uppfinningen anvisar vidare mojligheten att lata applicera 
det andra skiktet, i form av en blandning av DLC och nickel, 
och lata detta andra materialskikt 12 fa appliceras medelst 
ett sputtringsforfarande mot det forsta skiktet 11, for att 
fa en god bindning daremellan. saiunda skall h6g DLC-andel 
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ligga mot skiktet 11 och hog nickelhalt vetta mot skiktet 14, 
och skiktet 13 kan utga. 

Det tredje material skiktet 13 appllceras avenledes medelst 
5 ett sputtringsforf arande. 

Det andra och det tredje materialskikten 12, 13 kan appllce- 
ras Integrerat medelst ett sputtringsforf arande. 

10 Med en hflnvisnlng till figur 2 lllustreras dar hur ett origi- 
nal 3, som ftr forsett med ett mikrostrukturrelaterat ytav- 
snitt 4, genom i och for sig kanda medel, i en fOrsta station 
21 genom ett sputtringsforfarande belagges med ett forsta 
DLC-skikt 11 eller ett motsvarande sklkt. 

15 

Genom att darefter fdrflytta originalet 3 under en intill- 
varande station 22, vilket endast ar antytt i figur 2, kan 
det forsta skiktet 11 genom ett sputtringsforf arande belfiggas 
med ett andra skikt 12. Det andra skiktet 12 kravs for att fa 
20 en god vidhaftning till det forsta skiktet 11 och kan benam- 
nas mellanskikt. 

Det andra skiktet 12 kan besta av titan eller krom. Det kan 
3ven besta utav en blandning av DLC och nickel. 

25 

En ytterligare forf lyttning av originalet 3 till en station 
23 erbjuder raojligheten att pa det andra skiktet 12 lata 
applicera ett tredje skikt 13, Sven detta genom ett sputt- 
ringsforfarande, samt slutligen l£ta fOrflytta originalet 3 
30 under en station 24, for att i den stationen medelst 
piatering lata applicera ett fjarde materialskikt 14. 

Efter stationen 24 foreligger en kombinerad enhet av en mat- 
ris 1 och ett original 3, enligt figur 1, och i en station 25 
35 skapas nu fdrutsSttningar for att kunna avlagsna materlalet i 
originalet 3, genom den nSmnda basiska etsningen och darige- 
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nom framstar n roatris 1, direkt anpassad for att kunn ut- 
nyttjas i en formhalva i en plastdetaljer bildande enhet, med 
en mycket god och exakt mikrostruktur 4. 

5 Med en hanvisning till figur 3 visas dar en utforingsform av 
en produktionslinje dar en station 21, enligt figur 2, 
applicerar ett forsta materialskikt 11 till originalet 3 och 
dess mikrostrukturtillhoriga ytparti 4. 

10 En station (22, 23) har sa anpassad att nfir originalet 3 
passerar forbi sa belagges materialskiktet 11 fOrst med en 
mycket hog andel DLC och en mycket liten andel nickel 
(betecknad DLC i figuren 3) och allteftersom originalet 3 
forskjutes i pilens riktning kommer samma ytparti for skiktet 

15 11 att beiaggas med en blandning av DLC och nickel dar 
andelen DLC avtager till forman for en okning av andelen 
nickel, som intill den hogra delen i figur 3 utgor den 
overvagande andelen, sasom 100 % (betecknad Ni i figuren 3). 

20 I en plateringsstation 24 appliceras materialskiktet 14 till 
en anpassad tjocklek. 

Vidare kan man konstatera att ett hart och slitstarkt 
materialskikt 11, som en tunn materialf ilm, krSver for vissa 
25 tillampningar utnyttjandet av kristallint diamantskikt 11. 

H3r foreslas, om lag friktion och goda slappegenskaper skall 
upptrada mellan plastdetalj och mikrostrukturtillhorig yta 4 
och om temperaturen kan tillatas sa hog som 750-800 grader C, 
30 utnyttjandet av CVD-diamantprocessen. 

Hard yta med slitstarka egenskaper kan aven ernas vid lagre 
temperaturer, sasom omkring 200 grader C, om det for det 
ffirsta materialskiktet 11 utnyttjas DLC-skikt, mitrider 
35 och/eller karbider, Aven titannitrid, titankarbid, 

aluminiumoxider och blandningar harav kan komma till 
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anvandning . 

Skiktet 12 eller skikten 12 och 13 1 korabination, ut gores av 
ett mellanskikt. Detta skall a ena sidan fasta bra mot skik- 
tet 11 och a andra sidan fasta bra mot skiktet 14. 

5 

Fastformagan mellan skikten 11 och 12, eller 11 och 12+13, 
kraver kristallin diamant, titan eller krom och fastformagan 
mellan skiktet 13 och 14 kraver nickel. 

10 Valjes materialet for skiktet 12 av titan eller krom kan som 
material i skiktet 13 valjas nickel. 

Originalet 3 kan vara framstallt enligt litografiska proces- 
ser med maskning och etsning, maskinbearbetning och liknande. 

15 

Vid en integration av material skikten 12 och 13 kan den 
totala tjockleken for dessa valjas till 0,1-3 um, sasom 0,5- 
1,_5 um. _ 

20 Vidare gailer att mikrostrukturens storlek, som ar tillamplig 
pa foreliggande uppfinning, skall matas enligt mattuppgiften 
-b- i figur 1. Det ar saledes fraga om att bredden fOr mikro- 
strukturrelaterade spar blir avgdrande f6r matningen, ej 
sparens djup. 

25 

Vid en praktisk tiliampning av foreliggande uppfinning skall 
namnas att vardet for -b- skall vara valt fran ungefar 500 um 
och uppat, sasom till 5000 um. 

30 Skiktens 11, 12 och 13 goda och harmoniska anpassning till 
varandra inom sparet 3a ar dock overdrivet fOrenklat i figur 
1. 

De i utforingsexemplet ovan angivna materialvalen och de i 
35 patentkraven angivna materialvalen, far ses som for 

narvarande foreslagna och kan utan att franga uppfinnings- 




- 21 - 

tanken utbytas mot andr mat rial. 

Mikrostrukturen kan med fordel valjas inom omradet 500 till 
2000 um och dar de olika skikten 11, 12, 13 och 14 koramer att 
5 kunna folja mikrostrukturen fdr originalet. 

Uppfinningen ar givetvis inte begransad till den ovan sasom 
exempel angivna utforingsformen utan kan genomga modiflkatio- 
ner inom ramen for uppf inningstanken illustrerad i efter- 
10 foljande patentkrav. 



15 



20 
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30 



35 
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Patentkrav 

1. F&rfarande for en framstailning av en matris, med 1 vart 
fall ett ytavsnltt uppvisande en mlkrostruktur, varvld mat- 

5 risen ar anpassad fOr att kunna Inga 1 ett formrum eller en 
kavitet sora en formrumsinsats 1 en plastdetaljer blldande 
enhet for att tllldela namnda plastdetaljer 1 ett motsvarande 
ytavsnltt en motstalld mlkrostruktur, varvld ett original, 
med ett ytavsnltt uppvisande en mlkrostruktur stdrre an 500 

10 urn, utnyttjas for att pa detta original applicera lager pa 
lager av matrisbildande material och/eller materialsamman- 
sattningar samt darefter lata avlSgsna matrisen fran namnda 
original eller avlagsna materialet i originalet, k a n n e- 
t e c k n a t darav, att ett mot originalet applicerat fOrs- 

15 ta materialskikt, for att tillsammans med ett antal ytterli- 
gare materialskikt kunna bilda matrisen, vflljes med utprag- 
lade goda egenskaper, nar det galler plastdetal jens fOrmaga 
att kunna slappa fran matrisen efter en formning, en hardning 
eller en polymer iserlng av utnyttjat plastroaterial och ut- 

20 praglade goda egenskaper nar det galler att bibehilla mOnst- 
ret for mikrostrukturtilldelade ytavsnltt. 

2. FOrfarande enligt patentkravet 1, kannetecknat 
darav, att som namnda fOrsta materialskikt vaijes ett hart 

25 och slitstarkt tunt materialskikt med lag friktion och/eller 
bra slappegenskaper . 

3. Forfarande enligt patentkravet 1 eller 2, kanne- 
tecknat darav, att som namnda forsta materialskikt 

30 vaijes ett kristallint diamantskikt. 

4. Forfarande enligt patentkravet 3, kannetecknat 
darav, att det fOrsta materialskiktet appllceras med CVD- 
teknik och/eller PVD-teknik. 

35 

5. Forfarande enligt patentkravet 1, kannetecknat 
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darav, att det forsta material skiktet utgOrs av DLC, nitrid, 
karbid och liknande. 

6. Fttrfarande enligt patentkravet 1, kannetecknat 
5 dMrav, att det forsta material skiktet appliceras till en 

tjocklek av 0,1-100 urn. 

7. Forfarande enligt patentkravet 1, kannetecknat 
darav, att ett andra materialskikt, med god vidhaftande for- 

10 maga till det forsta materialskiktet, appliceras till det 
forsta materialskiktet. 

8. Fcrfarande enligt patentkravet 7, kannetecknat 
darav, att namnda andra materialskikt utgores av titan 

15 och/eller krom. 

9. Forfarande enligt patentkravet 7, kannetecknat 
darav, att namnda andra materialskikt appliceras till en 
tjocklek av 0,05-2,0 um. 

20 

10. Forfarande enligt patentkravet 1, kannetecknat 
darav, att ett tredje materialskikt, med god vidhaftande for- 
maga till det andra materialskiktet, appliceras till det 
andra skiktet. 

25 

11. Forfarande enligt patentkravet 10, kanneteck- 
nat darav, att namnda tredje materialskikt utgores av 
nickel. 

30 12. Forfarande enligt patentkravet 10, kanneteck- 
nat darav, att namnda tredje materialskikt appliceras till 
en tjocklek av 0,05-2,0 um. 

13. F6rfarande enligt patentkravet 1, 8 eller 11, k a n n e- 
35 tecknat darav, att namnda andra materialskikt och 

namnda tredje materialskikt kombineras till ett mellanorien- 
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terat skikt, med en hog DLC, titan- och/ell r kromkoncent ra- 
tion invid en gransyta mot namnda forsta materialskikt och n 
hog nickel-koncentration invid en gransyta mot ett som 
mekaniskt stod tjanande bulkmaterial , i form av ett fjarde 
5 skikt. 

14. Forfarande enligt patentkravet 1 eller 6, k a n n e- 

t e c k n a t darav, att namnda forsta materialskikt valjes 
med en tjocklek av 1-15 um. 

10 

15. Forfarande enligt patentkravet 1, kannetecknat 
darav, att som ett original valjes en behandlad kiselskiva 
med en vald mikrostruktur och att namnda kiselskiva avlagsnas 
medelst en basisk etsning. 

15 

16. FOrfarande enligt patentkravet 15, kanneteck- 
nat darav, att for namnda basiska etsning valjes KOH, NaOH 
eller motsvarande. 

20 17. Forfarande enligt patentkravet 1 eller 13, kanne- 
tecknat darav, att som ett andra materialskikt valjes 
en blandning av DLC eller motsvarande och nickel. 

18. FOrfarande enligt patentkravet 9 eller 11, k a n n e- 
25 tecknat darav, att namnda andra materialskikt vflljes 

med en tjocklek av 0,05-1,0 um. 

19. Forfarande enligt patentkravet 1 eller 11, kanne- 
tecknat darav, att som ett tredje materialskikt valjes 

30 enbart nickel. 

20. F5rfarande enligt patentkravet 19, kanneteck- 
nat darav, att namnda tredje materialskikt valjes med en 
tjocklek av 0,05-1,0 um. 

35 

21. FOrfarande enligt patentkravet 1, kannetecknat 
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darav, att som ett f jarde material skikt valjes en platering 

av att nickelmateriai . 

22. FOrfarande enligt patentkravet 21, kanneteck- 

n a t darav, att namnda fjarde material skikt valjes med en 
mot tillampningen anpassad tjocklek. 

23. Forfarande enligt patentkravet 4, kannetecknat 
darav, att ett DLC-skikt appliceras medelst ett sputtrings- 
forfarande. 

24. FOrfarande enligt patentkravet 1 elier 7, kanne- 
tecknat darav, att det andra material skiktet appli- 
ceras medelst ett sputtrings forfarande. 

25. FOrfarande enligt patentkravet 10, kanneteck- 
nat darav, att det tredje material skiktet appliceras 
medelst ett sputtringsforfarande. 

26. FOrfarande enligt patentkravet 13, kanneteck- 
nat darav, att det andra och det tredje materialskiktet 
appliceras medelst ett sputtringsforfarande. 

27. Matris, med i vart fall ett ytavsnitt uppvisande en mik- 
rostruktur, varvid matrisen ar anpassad fOr att kunna inga i 
ett formrum eller en kavitet som en formrumsinsats i en 
plastdetaljer. bildande enhet, fOr att tilldela namnda plast- 
detaljer i ett motsvarande ytavsnitt en motstalld mikrostruk- 
tur, kannetecknad darav, att ett fOrsta material - 
skikt, fOr att tillsammans med ett antal ytterligare mate- 
rialskikt kunna bilda matrisen, ar anpassat att uppvisa ut- 
praglade goda egenskaper, nar det galler plastdetal jens fOr- 
maga att kunna slappa fran matrisen efter en formning, en 
hardning eller en polymerisering av utnyttjat plastmaterial, 
och utpraglade goda egenskaper nar det galler att bibehalla 
mOnstret fOr mikrostrukturtilldelade ytavsnitt. 
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28. Matri enligt patentkrav t 27, kannetecknad 
darav, att namnda forsta materialskikt bestar av ett hart och 
slitstarkt tunt materialskikt med lag friktion. 

5 

29. Matris enligt patentkravet 27 eller 28, kanne- 
tecknad darav, att namnda forsta materialskikt bestar 
av ett kristallint diamantskikt . 

10 30. Matris enligt patentkravet 29, kannetecknad 
darav, att det forsta materialskiktet ar applicerat medelst 
CVD-teknik och/eller PVD-teknik. 

31. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 
15 darav, att det forsta materialskiktet bestar av DLC, 

nitrider, karbider och liknande. 

32. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 
darav, att det fdrsta materialskiktet ar tilldelat en tjock- 

20 lek av 0,1-100 um. 

33. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 
dflrav, att ett andra materialskikt, med god vidhaftande for- 
maga till det forsta materialskiktet, ar applicerat till det 

25 forsta materialskiktet. 

34. Matris enligt patentkravet 33, kannetecknad 
darav, att nSmnda andra materialskikt bestar av titan 
och/eller krom. 

30 

35. Matris enligt patentkravet 33, kannetecknad 
darav, att namnda andra materialskikt ar tilldelat en tjock- 
lek av 0,05-2,0 um. 

35 36. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 
darav, att ett tredje materialskikt, med god vidhaftande 




w 
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formaga till det andra materialsklkt n, ar appllc rat till 
d t andra skiktet. 

37. Matris enligt patentkravet 36, kSnneteck- 

5 n a d darav, att namnda tredje materialsklkt utgores av 
nickel . 

38. Matris enligt patentkravet 36, kanneteck- 

n a d darav, att namnda tredje materialsklkt ar tilldelat en 
10 tjocklek av 0,05-2,0 urn. 

39. Matris enligt patentkravet 27, 34 eller 37, k a n n e- 
t e c k n a d darav, att namnda andra materialsklkt och 
namnda tredje materialsklkt ar kombinerade till ett 

15 mellanorienterat skikt, med en hog DLC-, titan- och/eller 
kromkoncentration invid en gransyta mot namnda forsta 
materialsklkt och en hog nickel -koncentration invid en 
gransyta mot ett som mekaniskt stod tjanande bulkmaterial , 1 
form av ett f jarde skikt. 

20 

40. Matris enligt patentkravet 27 eller 32, k a n n e- 

t e c k n a d darav, att namnda forsta materialsklkt ar 
anpassat till en tjocklek av 1-15 urn. 

25 41. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 
darav, att som ett original ar vald en behandlad kiselsklva 
med en vald mikrostruktur och att namnda kiselsklva ar av- 
lagsningsbar medelst en basisk etsning. 

30 42. Matris enligt patentkravet 41, kSnneteck- 
nad darav, att f5r namnda basiska etsning ar vald KOH, NaOH 
eller motsvarande. 

43. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 
35 darav, att ett andra materialsklkt bestar av en blandning av 
ett material applicerat medelst en DLC-process eller llknande 
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och nickel. 

44. Matris enligt patentkravet 33 eller 35, k a n n e- 
t e c k n a d darav, att namnda andra mater ialskikt ar 

5 tilldelat en tjocklek av 0,05-1,0 ura. 

45. Matris enligt patentkravet 27 eller 38, k a n n e- 

t e c k n a d darav, att ett tredje materialsklkt bestar av 
enbart nickel. 

10 

46. Matris enligt patentkravet 45, kanneteck- 

n a d darav, att namnda tredje materialsklkt ar tilldelat en 
tjocklek av 0,05-1,0 urn. 

15 47. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 

darav, att ett f jarde materialsklkt bestar av en platering av 
ett nickelmaterial . 

48. Matris enligt patentkravet 47, kanneteck- 

20 n a d darav, att namnda f jarde materialsklkt ar anpassat att 
uppvisa en mot tillampningen anpassad tjocklek. 

49. Matris enligt patentkravet 27, kannetecknad 
darav, att ett DLC-skikt ar applicerat medelst ett sputt- 

25 ringsforfarande. 

50. Matris enligt patentkravet 27 eller 34, kanne- 
tecknad darav, att det andra materialskiktet ar appli- 
cerat medelst ett sputtringsforfarande. 

30 

51. Matris enligt patentkravet 37 eller 38, kanne- 
tecknad darav, att det tredje materialskiktet 3r 
applicerat medelst ett sputtringsfdrf arande. 

35 

52. Matris enligt patentkravet 39, kanneteck- 
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n a t darav, att det andra och det tr dje materialskikten ar 
applicerade medelst ett sputtringsfttrfarande. 



10 
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30 
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S&MMANDRAO 

Uppfinningen omfattar tt forfarand for en f ramstailning av 
en matris, och en matris (1) salunda framstalld. I vart fall 
5 ett ytavsnitt (2) uppvisande en mikrostruktur, varvid mat- 
risen (1) Sr anpassad for att kunna inga i ett formrum eller 
en kavitet som en formrumsinsats i en plastdetaljer bildande 
enhet for att tilldela namnda plastdetaljer i ett motsvarande 
ytavsnitt en motstaild mikrostruktur. Ett original (3), med 

10 ett ytavsnitt (4) uppvisande en mikrostruktur storre Sn 500 
um, utnyttjas for att pa detta original lata applicera lager 
pa lager (11,12,13,14) av matrisbildande material och/eller 
materialsammansattningar samt dftrefter lata avlagsna matrisen 
(1) fran namnda original (3) eller avlSgsna materialet i 

15 originalet. Ett mot origlnalet (3) applicerat fttrsta mate- 

rialskikt (11), for att tillsammans med ett antal ytterligare 
materialskikt (12,13,14) kunna bilda matrisen (1), vSljes med 
utpraglade goda egenskaper, nar det gSller plastdetal jens 
formaga att kunna slappa fran matrisen efter en formning, en 

20 hSrdning eller en polymerisering av utnyttjat plastmaterial 
och utpraglade goda egenskaper nSr det gftller att bibehalla 
monstret for mikrostrukturtilldelade ytavsnitt. 
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Det foreslas att figur 1 biiagges sammandraget vid publice- 
ringen . 
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